97

t

insti

ferungs

izi

f

und Zert

uf-

VDE Pr

h
8
2
Q.
5

iy

, 1896-03-21

8 »_,,av,\v o




98

Auswais-Nr.

Hiatt

VDV Priif- und Zertifizierungsinstitut proehel
Zeichengenehmigung
Narmi ured Sitz des Zei igungs-i { Name seat of the Marks Licancs holder
Agilent Technologies inc. Semiconductor Products Group, 350/370 West Trimble Road
SAN JOSE CA 85131, USA
Akterzeichen ! File ret. totzte Anderung { updated Datum / Date
6591.23-4880-0005 / 324JP F33/PZ 2000-05-18 1986-03-21
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 091875,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 091876.
Jahwresgebiihren-Einheilen /
Annust fog units
Optokoppler
Optocouplers
Typlen) / Type(s):
HCPL-2200; HCPL-2201; HCPL-2202 GaAsP-LED; Transistor, <55°C ... +85°C 84,00
HCPL-2211; HCPL-2212; HCPL.2219
HCPL-2400; HCPL-2411; HCPL-4562 AlGaAs-LED; Transistor; -58°C ... +85°C 8,00
4N45; 4N46 GaAsP-LED; Darlington-Transistor; -55°C ... +85°C 8,00
6N138; 6N139
HCPL-V701
HCPL-4701 AlGaAs-LED; Darlington-Transistor; -55°C ... +85°C 8,00
6N137 GaAsP-LED; Schottky-Transistor; -55°C ... +85°C 8,00
HCPL-VE01 ' .
HCPL-2601; HCPL~2611; HCPL-2612
HCPL-261N; HCPL-2300 AlGaAs-LED; Schottky-Transistor; -55°C ... +85°C 8,00

HCPL-3700; HCPL-4100; HCPL-4200
HCPL-3760

HCPL-7720; HCPL-7721; QCPL-7722
6N135

HCPL-4502; HCPL-4503; HCPL-4504
HCPL-V453; HCPL-V454

GaAsP-LED; Bipolar-Transistor: -55°C .., +85°C
AlGaAs-LED; Bipolar-Transistor; -55°C ... +85°C
AlGaAs-LED; CMOS-Transistor; -55°C ... +85°C
GaAsP-LED; Transistor; -85°C ... +100°

HCPL-3120; HCPL-3150 GaAsP-LED; Darlington-Transistor; -55°C ... +100°C
HCPL-T250

BN136 GaAsP-LED; Schottky-Transistor; -55°C ... +100°C
HCPL-4506

HCPL-261A AlGaAs-LED; Schottky-Transistor; -55°C ... +100°
QCPL-4514; QCPL-450F

HCPL-7710 AlGaAs-LED; CMOS-Transistor; -55°C ... +100°C
Hinweis Diese Optokoppiler sind als Option 60 und

Remark Option 300 mit dem Zusatz (V) genehmigt.

These optocouplers are approved as option 60 and
option 300 with the addition (V).

Kiimatische Prifklasse (DIN 55/085/21
IEC 68 Teil 1) 55/100/21
Climatic category (DIN IEC 68

part 1)

Fortsetzung siche Blatt 3/
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VD Priif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Name und Stz des Zeichengenehmigungs-lntiabars 7 Name and registersd soat of the Madks Licance holder
Agilent Technologies inc. Semiconductor Products Group, 350/370 West Trimble Road

SAN JOSBE CA 85131, USA

Autanzsichen! File rof

6591.23-4880-0005 1 324JP F33/PZ

Dieses Biatt gilt nurin Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 091876,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Marks Licence No. 091876,

Lagertemperaturbereich -55°C.... +1258°C
Storage temperature range

Rastermal} 762 mm

Grid dimension

Luft- und Kriechstrecke zw. 2 7,0mm

Sende- u. Empfangsteil
Clearance and creepage
distance between in-/output

Iotate Andenung I updated

2000-05-16

Isclationsspannung 830V
{Scheitelwert)
Isolation voltage (peak voltags}
Transiente Uberspannung 8000V
{Scheitelwert)
Transient overvoltage (peak
voltage)
Kriechstromfestigkeit CTiz175
Comperative tracking index {Isolationsgruppe Hla)
nach DIN VDE 0110-1,1989-01
CTiz 175
{Insulation group lila)
according to DIN VDE 0110-1:1989-01
Verschmutzungsgrad 2
Degree of poliution
Sicherheitsgrenzwerte {unter Zugrundelegung der Derating Kurve)
Safely ratings (based on derating curve)
Strom Eingang / Input: 230 mA
Current
Leistung Ausgang / Output: 600 mW
Power

Fortsetzung siche Blatt 4 /

AugwaisNr. f Biatt !

Licgnce No. page

091876 3
Datum / Qate.
1896-03-21
Jahresgeblhran-Einhiniten /
Anmatfee unils




100

( £.3 - b » » » My[ sm)‘
VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut i
Zeichengenehmigung
Name und Bitz des Zei K QU 1 Narsg amd } saat of the Marks Licence holder
Agilent Technologies Inc. Semiconductor Products Group, 350/370 West Trimble Road
SAN JOSE CA 85131, USA
Aktenzsichen  Fio rof, etz Anderung £ uptated Datum /- Dute
6591.23-4880-0005 / 324JP F33/PZ 2000-05-18 1996-03-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blait 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 091876,
This supplement is only valid in conjuniction with page 1 of the Marks Licence No. 091876.

Jahresgebi Einhwiten /
3

Aarizat fae unit
Temperatur 175 °C
Temperature
Klassifizierung far SMT Diese Optokoppler sind fur die SMT-Montage nach 8,00
Classffication for SMT CECC 00802, Abschn, 6.2, Tabelle 1, Kiasse A,
gepruft.

These oplocouplers are approved according to
CECC 00802, sect. 6.2, table 1, class A.

Weitere Einzelheiten Anlage Nr. 1 von 1997-11-12
Further information Enclosure No. 1 dated 1997-11-12

Summe der Jahresgebiihren-Einheiten

Sum of annual fee units 432,00

mmmEm

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Cerlification Institute
Fachgebiet F33

Section F33
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VD Priif- und Zertifizierungsinstitut e S
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Zeichengenashmigungs-inhabiers § Neme aad registered Wa’t‘ha Marks Licance holder
Agilent Technologies Inc. Semiconductor Products Group, 350/370 West Trimble Road
SAN JOSE CA 95131, USA
Alterxaichen File rof. letete Andatung / updated Datum/ Date
6591.23:-4880-0005 / 3244P F33/PZ 2000-05-18 : 1896-03-21

.

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 091876,
This supplement is part of the Marks Licence No, 091876,

Optokoppler
Optocouplers

Fertigungsstiitte(n)
Place(s) of manufacture

AA Agilent Technologies Singapore Pte Ltd.Singapore Components Operating, 1150 Depot Road, 0410
SINGAPORE, Republic of Singapore

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F33

Section F33
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